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El presente invento se refiere sl mando automético de la
amplificaci&ﬁ en los'receptores de radio,len funcién del nivel
de la sefial de entrada, con el fin de obtener la seilal de salji
da con un nivel tan constante como sea posible,

El problema del mando automftico de le amplificaci&n (man
do de sntifading) en los receptores de radio no es nuevo, y he
recibido diversas soluciones. Desgraciadamente, todas las soly
ciones conocides se basan en la aplicacién de medios cuyo in-
convéniénte reside en modificar el punto de funcionamiento (pun
to de trabajo) del o de los elementos amplificadores, (v&lvu-
las, transzstores). ,

En efecto, en el caso de los receptores de vdlvulas, se
aplice la tensifn de mendo de an£i£a&ing, (tomede dotrds del
drgano detector y eventualmente ampiifieada), sobre lae tensién
media aplicada a un elec£rodo de una ;ilvula, generalmente lsa
rejilla de mando, de manera que hace variar el punto de funcxo
nemiento de la vdlvuls en cuest16n, ¥ por tanto, la garancia
de la etapa amplificadora que comprende d1cha vdlvula .

Abora bien, las caracterfsticas de las v‘lvulas no son 1i
neales, de manera que se presenta la aparicién de fendmenos de
transmodulacidn, particularmente molestos & niveles elevados.

Bsta es le razén por la que, en los receptores de vélvu-
1las de comstruccidén cui&aﬂosa, se utiliza, en la primera con-
versidn, dos etapas de HP de d&bil ganancia & las que se apli-

ca, en muy débil medida, (ver igual si nads), la tensién de
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mando de antifading.

En el -caso de receptores de transistores, se dplica 1a
tensién de mando de antifading, bien sobre la tensién mediS de
polarizacién (base, emisor) del transistor, de manera que se
bage variar la ganancie dé corriente, (y por tento la ganancia
de la eﬁapa), bien sobre la impedancia en paralelo del 6 de los
circuitos HF o MP, por medio de diodos. La tensifn de mando de
antifading actds sobre la resistenciﬁ interna de los diodos, ¥
por tanto sobre la.impédancia de los cireuitos, lo que hace va~-
rier la ganancia del conjunto, '

/' Ahora bien, los fenfmenos de transmodulacién mencionados

anteriormente son todavis més marcados en los receptores de

transistores. Es por este razén por la que, en los receptores

de transistores del tipo llama&o "receptores portdtiles™, el
mando de ganancia por medio de la variacidn de la tensi&h media
aplicada a la base o al emisor de un transistor ha sido recha-
zado, y éueda el medio que consiste en provocar la variacién de
ls impedancia de utilizacifn. Desgraciadamente, este artificio
tiene el defecto de disminuir considerablemente la selectividad
del receptor, precisamente en el momento on.éue es méds necesaria
esta selectifidad.

El presente invento tiene por objeto evitar los incénve-
nientes de los sistemas conocidos, y ésto no influyendo ni le
posicién de la zona de funcionamienfo, (punto de trabajo) de -
la vélvula o del transistor, ni las caracterfsticas de los cig
cuitos HF o MF, |

El invento, gracias al cual se obtienen los resultados pre
vistos, consiste en utilizar la tensifn de mando de gntifading
para provocar uns variacién del g¥ado de realimentacién que sc-

tda sobre al menos un elemento amplificador, (v{lvula o transig
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4or), del receptor de radio, (en lugar de provocarzﬁéﬁ"$§?f;-
cidn de la pendiente, o del punto de irabajo de este elemento
amplificador). ‘

Para la puesta en prﬁctic# del invento, se introduce en
una (o en ceda etapa amplificadora, (de vdlvulas o de tranmsig
tores), del receptor, una iﬁpedaneia de alimentacién negitiva,
(realimentacién negativd) variable em funcidn de la tensién de
mando de anfifading.

La impedancis de realimentacifn negativa comprende un con

densador para aislar, de la componente continua de la tensién

de antifeding, el electrodo, (del Srgano amplificador al que

estd asociada la citade impedancia), al cual estd aplicada la
tensidn normal de polarizacidn, (edtodo on el cas; de una vil-~
vula, o emisor, base o colector, en el caso de un transistor),
ésto de manera que el punto de funcionamiento de dicho elecirg
do no sea modificado por la tegsi&n de mando de antifading.

.Gracias al invento, el punto de trabajo en cuestiém, pue
de ser situedo en la regidn mfs lineal de las caracterfsticas
de los Srganos amplifidadoreé y se ve inmediatamente que se su
primen asf radicalmente los inconvenientes citados mfs arriba
¢ inherentes a los‘éhtemas anteriormente conocidose

Otras particularidades y'caracterfsticas del invento se

desprenden de ls descripcidn que sigue y que se refiere a algu

‘nos ejemplos de puesta en prdctica del invento, ejemplos dados

dnicamente a tftulo no limitativo y representgdos esquemftica~
mente en los dibujos adjuntos en los cuales:

Lae figura 1 es un esquema de una etapa amplificadora con
uns vdlvula de un receptor que comprende la aplicacién del in-
vento; »

Le figura 2 es un esquema que muestira ls aplicacién del
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dinvento a una etapa amplificadora de transistor de un recep-

tor§

La figurs 3, finalmente, es un esquema que muestra la apli
cacién préctica del invento en un receptor phrtftil de transis--
torese.

En la figura 1 se ha designado con 1 una vélvuls, (pento-

do), con 2 un cuadripolo de enmtrada unida & la rejills de man-

do de la véflvula, con 3 un cuadripolo con salide unida al é&ne-

do de 1la v€lvula, y con 4 la resistencia de polarizacidn del
cdtodo. ‘

De acuerdo con el invento, se hace variar el grado de reg
limentacién negativa de la etapa, gracias a una impedancia de
alimentacifn negative esquemetizada aquf bajo la forma de una
gesistencia 5 unida al cddodo por intermedio de un condensador

6 y actuada por la tensidn de mando de antifading g aplicada

~ en el punto de unién de los rganos 5 y 6 por intermedioc de un

medio de control 7 que puede ser, bien un diodo, -bien una re-
sistencia del tipo "V.,D.,R.", es decir, una resistencia que va=
tfe con la tensifn. |
En la figura 2, se ha designado con 8 un transistor,.con

9 un cnadripolo cuya entrada esté unida & la base, con 10 un
cuadripolo cuya salida estf unida al colector, y con 11 la re=
sistencia.de polarizacién del emisor del itransistore

" De acuerdo con el inyedto, se hace variar el grado de reg
limentacifn negative de la etapa amplificadora representada en
el élano, gracias a una impedancia de alimehtecién negativa eg
quematizads aquf bajo la forms de una resistencia 12 unida al

emisor. por medio de un condensador 13, (que juega el mismo pa=

. pel que el condensador 6 del ejemplo precedente), y actuade por

la tensidn de mendo de sntifading e por intermedio de un diodo



120.~

125=

130~

1359"‘

. 1400-

-6 -

| | - o3 MR-
14, (o de una resistencia "Y.ﬁBﬁ.ﬁ"’)ﬁ- 3 34 Dovoummsvmt

El diodo 14 estf sometido a le tensién de realimentacién

negativa por intermedio de una resistencia 15 gue egté estabj
lizada por medio de un condensador de desacoplaje 16.

La impedancia de los condensadores 13 y 16 es desprecia-
ble para lg frecuencia de trabajoe. '

En ausencia de la sefial, (tensifn e), la resistencis 12
es pequefia 'y ia corriente en el diodo 14 és elevada, dado que
su resistencia interna es muy pequefia; resulta pues'que le in
pedancia de realimentacién negativa, (unida sl emisor del tran
sistoi 8), es pequefia y que la ganancia es por tanto méxima.

Por el contrario, e medida que. aumenta ¢l valor de la ten
sidn de redlimentacién negativa e, el valor de la resisteﬁeia
12 sumenta. Cusndo este valor es m‘ximo, la impedancia de rea-
liméntaci6h negativa est{ formada por las resistenciss 11 & 12
en paralelo. Por ello, estd indicado dar a las resistencias 11
¥y 12, el velor nds elevado posibles |

La resistencis 12 pueée, por otra parté, ser reemplazada
por una self de choque, ' ’

Por otra parte, es bueno que el cuadripolo de entrada 9
comprenda una resistencis 17 prudenteménte escogida, dado que,
o consecuecncia de las vgriéciones de la impedancia de realimen
tacidn negativa, la impedancia de entrade dei transistor varfa
entre grandes 1fmites, es decir, entre

B R1l x R12

‘R11 4 R12

para un valor de¢ la resistenciq del diodo 14 grande, y

N
(. R11l x R14
R11 & R14 | .

~

para un valor de la resistencia del diode 14 pequeiio,
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En la figura 3, se encuentra en II, los ele;;;;;;~:;9n-
ciales del sistema antifading repr@sentado.en la figura 2,
pero completados segﬁn una disposicién préctica para un recep
tor de radio portatil. Asf, la resistencia 1l estd dividida
en dos resistencigs'parciales.lla y 11b, desacopladas por un
condonsadér 18 y una resistencia 19.

La tensién de mando de antifeding g estd engendreds induc
tivamente en el cuadripolo de salida 10, rectificada por un
diodo 20 y amplificada por el transistor 21, debiendo ser apli
cada, por intermedio del transistor 22, a las diferentes eta-
pas que se van a mandar asutomdticamente, en particular al pun=-
to 23 de la etapa II. Un potenciémetro 24 permite regular ei
retardo de la tensifn de antifading.

Es evidente que los ejemplos de realizacién del sistema l
de antifading objeto del invento, ejemplos descritos hasta
aquf y representados sobre los dibujné anejos, han sido dados
solo a tftulc indicativo, pudiéndose aportar cualquier modifi-
cacifu de detalle, sin que se aparte por ello de la idea del
invento, en el marco del cual entrs igualmente, & tftulo de
producto industrial nuevo, un receptor de radio que comprenda

el nuevo sistems de mando eutomftico de la amplificecién.

NOT A=

EETIREImIRImE
Los punfés de invenci&n propie y nueva que se presentan

pare que sean objeto ‘de esta Patente de Invencién en Espafia,

‘por veinte afios, son los siguientes:

12.~ Sistema de mando sutomético de la amplificacifn en
los receptores de radio, en funcién del nivel de la sefial de
entrada, con el fin de obtener una sefial de salida de nivel

tan constante como sea posible, caracterizado por la utilize-
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eidn de la tensién de mando de antifading para Provocar una

variacién del grado de realimentacién negativa que actds so-
bre al menos un elemento amplificador del receptor de radio.

22,- Sistema de mando automdtico de la amplificacién, de
acuerdo con el punto 1%., caracterizade porque la tensidn de
mando de antifading es aplicada al elemento amplificador por
intermedio de una impedancia de reslimentacién variable en fun
cién de dicha tensién de mando de antifading.

32,- Sistems de mando automftico de la amplificacién, de
ascuerdo con el punto 2%2., caracterizado porque la impedancia de .
realimentacién negativa comprende un condensador para aislar,
de la componente continua de la tensién de antifading, el eleg
trodo del elemento amplificador, al cual esté aplicads la ten-
sién normal de polarizacién. ’

492,- Sistema de mando sutomdtico de la amplificacidén, de

acuerdo con el punto 32,, caracterizado porque la impedancisa

de realimentacién negativa, unida al electrodo por intermedio

del condensador de dislamiento, comprende una resistencia fija
en serie con un érgano de resisbencis variable en funcién de
la tensién, al cual estd aplicada le tensifn de mando de anti-
fading,

. 52,. Sisteme de mando automtico de la amplificacidn, de
acuerdo con el punto 4%,, caracterizado porquelel elemento de
resistencia varisble est{ constitufdo por una resistencia del
tipo "V,D.R.", es decir, una reuistenci; variable en funcidén
de 1a‘jen316n. ,

6?.- "SISTEMA DE QANDO AUTOMATICO DE LA AMPLIPICACION EN
L0S RECEPTORES DE RADIO", todo tal y conforme se describe en

-~
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